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Реферат:
ИМС выполнена по технологии арсенид-галлиевых (GaAs) монолитно-интегральных схем и
представляет собой функционально законченный узел переключателя сверхвысокочастотных
(СВЧ) сигналов с общимвходомидвумякоммутируемымивыходами.Вкачестве коммутирующих
элементов использованы гетеро-структурные полевые транзисторы с длиной затвора 0,1 мкм.
Особенностью данной ИМС является повышенная изоляция в отключенном состоянии и
минимальные потери в открытом состоянии. Диапазон рабочих частот - 0-50 ГГц. Потери на
проход - не более 2 дБ, возвратные потери по входу и выходу не менее -13 дБ, изоляция в
выключенном состоянии - не менее 50 дБ.ИМСуправляется логическими сигналами с уровнями
0 В и -5 В. Габаритные размеры кристалла до резки 1 X 0,7 мм.
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